Влияние избыточного светового потока на стабильность работы полупроводниковой напряжённой гетероструктуры. 
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В работе [1] описан механизм возникновения электронно-деформационного диполя на механически напряжённой гетерогранице. На примере гетероструктуры ZnSe/ZnS показано, что при наложении внешнего электрического поля ~120 кВ/см по нормали к плоскости её гетерограницы решётка ZnSe (ZnS)  претерпевает дополнительную деформацию сжатия ~ 4% (~ 3%), а при противоположном направлении поля – деформацию растяжения ~ 5% (~ 5%).
Целью работы [1] являлась установление  влияния внешнего электрического поля на деформацию напряженной гетерограницы, подобную деформации, вызванной процессом изменения толщины получаемого гетероперехода. 

В отличие от работы [1] в настоящей работе показано влияние электрической составляющей электромагнитной волны  избыточного светового потока на стабильность работы соответствующего гетероперехода. Известно, что солнечные элементы используют в процессе преобразования солнечного потока лишь средние участки спектра. Инфракрасные и ультрафиолетовые спектры являются избыточными. Под влиянием инфракрасного спектра происходит нагрев солнечной гетероструктуры. Однако, под влиянием ультрафиолетового спектра возможно её разрушение. Действительно, напряжённость амплитуды электрического поля электромагнитной волны соответствующей ширине запрещенной зоны Eg >2 эВ больше 100 В при достаточной интенсивности ультрафиолетового потока. 
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Электронно–деформационный диполь в отличие от пограничных диполей, связанных с состояниями, возникающими в следствие разрыва зон контактирующих гетерообластей в запрещённой зоне, появляется из-за рассогласования постоянных решёток αβ на напряжённой гетерогранице. 

На рисунке [1] представлена энергетическая диаграмма механически напряжённой гетерограницы ZnSe/ZnS с учётом электронно-деформационного воздействия, где P – дипольный момент, ∆Vel-d(x) – локальное изменение высоты потенциального барьера или дна потенциальной ямы из-за электронно - деформационного взаимодействия. 

Таким образом, избыточный световой поток при воздействии на напряжённую гетероструктуру приводит к её разрушению при достаточно большом времени воздействия. Используя данные по измерению электрического сопротивления гетероструктур в течение одинакового числа циклов можно прогнозировать время жизни солнечных гетероструктур.
Литературы
1.Р.М.Пелещак, Б.А.Лукиянец, Г.Г.Зегря  Влияние электрического поля на напряжённое состояние гетеро структуры / Физика и техника полупроводников 2000 т.34 вып.10
2. S.Kh.Shamirzaev, J.Q.Ziyovaddinov. The transformation of the heterogeneous materials under the fatigue deformation / Materials Sciences and Applications, 2012, 3, 398-407
